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(57)【要約】
【課題】微細化の可能な半導体記憶装置を提供する。
【解決手段】半導体記憶装置は、第１方向に並ぶ第１領
域及び第２領域を有する基板を備える。第１領域は、基
板の表面と交差する第２方向に積層された複数の第１ワ
ード線層及び第１層間絶縁層と、複数の第１ワード線層
と対向する第１半導体層と、これらの間に設けられた第
１電荷蓄積膜と、を備える。第２領域は、第２方向に積
層された複数の第１ワード線層及び第１層間絶縁層の一
部と、第３方向において複数の第１ワード線層から離間
し、第２方向に積層された複数の第１絶縁層及び第１層
間絶縁層の一部と、第２方向に延伸し、複数の第１絶縁
層に接続された外周面を有する第１コンタクトと、複数
の第１ワード線層及び第１絶縁層の間に設けられた第２
絶縁層と、を備える。複数の第１絶縁層の第１方向の側
面は、複数の第１ワード線層に接続され、複数の第１絶
縁層の第３方向の側面は、第２絶縁層に接続される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向に並ぶ第１領域及び第２領域を有する基板を備え、
　前記第１領域は、
　前記基板の表面と交差する第２方向に積層された複数の第１ワード線層及び複数の第１
層間絶縁層と、
　前記第２方向に延伸し、前記複数の第１ワード線層と対向する外周面を有する第１半導
体層と、
　前記複数の第１ワード線層と、前記第１半導体層と、の間に設けられた第１電荷蓄積膜
と
　を備え、
　前記第２領域は、
　前記第２方向に積層された前記複数の第１ワード線層の一部及び前記複数の第１層間絶
縁層の一部と、
　前記第１方向及び前記第２方向と交差する第３方向において前記複数の第１ワード線層
から離間し、前記第２方向に積層された複数の第１絶縁層及び前記複数の第１層間絶縁層
の一部と、
　前記第２方向に延伸し、前記複数の第１絶縁層に接続された外周面を有する第１コンタ
クトと、
　前記複数の第１ワード線層及び前記複数の第１絶縁層の間に設けられ、前記第１方向及
び前記第２方向に延伸する第２絶縁層と
　を備え、
　前記複数の第１絶縁層の前記第１方向の側面は、前記複数の第１ワード線層に接続され
、
　前記複数の第１絶縁層の前記第３方向の側面は、前記第２絶縁層に接続される
　半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記基板は、前記第１方向に並ぶ第３領域及び第４領域を有し、前記第３領域は前記第
３方向において前記第１領域と並び、前記第４領域は前記第３方向において前記第２領域
と並び、
　前記第３領域は、
　前記第２方向に積層された複数の第２ワード線層及び複数の第２層間絶縁層と、
　前記第２方向に延伸し、前記複数の第２ワード線層と対向する外周面を有する第２半導
体層と、
　前記複数の第２ワード線層と、前記第２半導体層と、の間に設けられた第２電荷蓄積膜
と
　を備え、
　前記第４領域は、
　前記第２方向に積層された前記複数の第２ワード線層の一部及び前記複数の第２層間絶
縁層の一部と、
　前記第２方向に延伸し、前記第２方向の一端において前記複数の第２ワード線層のうち
の一つに接続された第２コンタクトと
　を備え、
　前記複数の第２ワード線層のうちの一つは、前記第２コンタクトを介して前記第１コン
タクトに電気的に接続されている
　請求項１記載の半導体記憶装置。
【請求項３】
　前記第１方向に並ぶ複数の前記第１コンタクトと、
　前記第１方向に並ぶ複数の前記第２コンタクトと、
　前記複数の第１コンタクト及び前記複数の第２コンタクトに接続された複数の第１配線
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と
　を備え、
　前記第１配線の前記第３方向における長さは、前記第１配線の前記第１方向における長
さよりも大きい
　請求項２記載の半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記複数の第１ワード線層及び複数の第１層間絶縁層の前記第３方向の側面に接続され
、前記第１方向及び前記第２方向に延伸する第３絶縁層を備え、
　前記第２領域は、
　前記複数の第１絶縁層と前記第３絶縁層との間に設けられ、前記第１方向及び前記第２
方向に延伸する第４絶縁層と、
　前記第３絶縁層と前記第４絶縁層との間に設けられ、前記第２方向に積層された前記複
数の第１ワード線層の一部及び前記複数の第１層間絶縁層の一部と
　を備え、
　前記複数の第１絶縁層の前記第３方向の一方の側面は、前記第２絶縁層に接続され、
　前記複数の第１絶縁層の前記第３方向の他方の側面は、前記第４絶縁層に接続される
　請求項１～３のいずれか１項記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　前記複数の第１ワード線層及び複数の第１層間絶縁層の前記第３方向の側面に接続され
、前記第１方向及び前記第２方向に延伸する第３絶縁層を備え、
　前記複数の第１絶縁層の前記第３方向の一方の側面は、前記第２絶縁層に接続され、
　前記複数の第１絶縁層の前記第３方向の他方の側面は、前記第３絶縁層に接続される
　請求項１～３のいずれか１項記載の半導体記憶装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、半導体記憶装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体基板と、半導体基板の表面と交差する方向において半導体基板と離間して配置さ
れたメモリセルアレイと、半導体基板の表面に設けられたトランジスタアレイと、を備え
る半導体記憶装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－０２６５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　微細化の可能な半導体記憶装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一の実施形態に係る半導体装置は、第１方向に並ぶ第１領域及び第２領域を有する基板
を備える。第１領域は、基板の表面と交差する第２方向に積層された複数の第１ワード線
層及び複数の第１層間絶縁層と、第２方向に延伸し、複数の第１ワード線層と対向する外
周面を有する第１半導体層と、複数の第１ワード線層と、第１半導体層と、の間に設けら
れた第１電荷蓄積膜と、を備える。第２領域は、第２方向に積層された複数の第１ワード
線層の一部及び複数の第１層間絶縁層の一部と、第１方向及び第２方向と交差する第３方
向において複数の第１ワード線層から離間し、第２方向に積層された複数の第１絶縁層及
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び複数の第１層間絶縁層の一部と、第２方向に延伸し、複数の第１絶縁層に接続された外
周面を有する第１コンタクトと、複数の第１ワード線層及び複数の第１絶縁層の間に設け
られ、第１方向及び第２方向に延伸する第２絶縁層と、を備える。複数の第１絶縁層の第
１方向の側面は、複数の第１ワード線層に接続され、複数の第１絶縁層の第３方向の側面
は、第２絶縁層に接続される。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１実施形態に係る半導体記憶装置の模式的な構成を示す等価回路図である。
【図２】同半導体記憶装置の模式的な斜視図である。
【図３】図２の模式的な拡大図である。
【図４】同半導体記憶装置の模式的な平面図である。
【図５】図４の模式的な拡大図である。
【図６】図５の模式的な拡大図である。
【図７】図５に示す構造をＢ－Ｂ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た場合の模式的な
断面図である。
【図８】図５の模式的な拡大図である。
【図９】図５の模式的な拡大図である。
【図１０】図５及び図９に示す構造をＣ－Ｃ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式
的な断面図である。
【図１１】図５及び図９に示す構造をＤ－Ｄ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式
的な断面図である。
【図１２】図５に示す構造をＥ－Ｅ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面
図である。
【図１３】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１４】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１５】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１６】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１７】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１８】同製造方法を示す模式的な図である。
【図１９】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２０】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２１】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２２】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２３】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２４】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２５】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２６】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２７】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２８】同製造方法を示す模式的な図である。
【図２９】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３０】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３１】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３２】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３３】第２実施形態に係る半導体記憶装置の製造方法を示す模式的な図である。
【図３４】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３５】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３６】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３７】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３８】同製造方法を示す模式的な図である。
【図３９】同製造方法を示す模式的な図である。
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【図４０】第３実施形態に係る半導体記憶装置の構成を示す模式的な平面図である。
【図４１】図４０の模式的な拡大図である。
【図４２】図４１に示す構造をＡ－Ａ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断
面図である。
【図４３】第４実施形態に係る半導体記憶装置の構成を示す模式的な平面図である。
【図４４】図４３の模式的な拡大図である。
【図４５】図４３に示す構造をＡ－Ａ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断
面図である。
【図４６】他の実施形態に係る半導体記憶装置の構成を示す模式的な平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　次に、実施形態に係る半導体装置及び半導体記憶装置を、図面を参照して詳細に説明す
る。尚、以下の実施形態はあくまでも一例であり、本発明を限定する意図で示されるもの
ではない。
【０００８】
　また、本明細書においては、半導体基板の表面に対して平行な所定の方向をＸ方向、半
導体基板の表面に対して平行で、Ｘ方向と垂直な方向をＹ方向、半導体基板の表面に対し
て垂直な方向をＺ方向と呼ぶ。
【０００９】
　また、本明細書においては、所定の平面に沿った方向を第１方向、この所定の平面に沿
って第１方向と交差する方向を第２方向、この所定の平面と交差する方向を第３方向と呼
ぶことがある。これら第１方向、第２方向及び第３方向は、Ｘ方向、Ｙ方向及びＺ方向の
いずれかと対応していても良いし、対応していなくても良い。
【００１０】
　また、本明細書において、「上」や「下」等の表現は、半導体基板を基準とする。例え
ば、Ｚ方向に沿って半導体基板から離れる向きを上と、Ｚ方向に沿って半導体基板に近付
く向きを下と呼ぶ。また、ある構成について下面や下端部と言う場合には、この構成の半
導体基板側の面や端部を意味する事とし、上面や上端部と言う場合には、この構成の半導
体基板と反対側の面や端部を意味する事とする。また、Ｘ方向又はＹ方向と交差する面を
側面等と呼ぶ。
【００１１】
　また、本明細書において、第１の構成が第２の構成に「電気的に接続されている」と言
った場合、第１の構成は第２の構成に直接接続されていても良いし、第１の構成が第２の
構成に配線、半導体部材又はトランジスタ等を介して接続されていても良い。例えば、３
つのトランジスタを直列に接続した場合、２つ目のトランジスタがＯＦＦ状態であったと
しても、１つ目のトランジスタは３つ目のトランジスタに「電気的に接続」されている。
【００１２】
　また、本明細書において、第１の構成が第２の構成及び第３の構成の「間に接続されて
いる」と言った場合、第１の構成、第２の構成及び第３の構成が直列に接続され、且つ、
第１の構成が第２の構成及び第３の構成の電流経路に設けられていることを意味する場合
がある。
【００１３】
　また、本明細書において、回路等が２つの配線等を「導通させる」と言った場合には、
例えば、この回路等がトランジスタ等を含んでおり、このトランジスタ等が２つの配線の
間の電流経路に設けられており、このトランジスタ等がＯＮ状態となることを意味する事
がある。
【００１４】
　［第１実施形態］
　以下、図面を参照して、第１実施形態に係る半導体記憶装置の構成について説明する。
尚、以下の図面は模式的なものであり、説明の都合上、一部の構成を省略することがある



(6) JP 2021-44512 A 2021.3.18

10

20

30

40

50

。
【００１５】
　図１は、第１実施形態に係る半導体記憶装置の構成を示す模式的な等価回路図である。
【００１６】
　本実施形態に係る半導体記憶装置は、メモリセルアレイＭＡと、メモリセルアレイＭＡ
を制御する周辺回路ＰＣと、を備える。
【００１７】
　メモリセルアレイＭＡは、複数のメモリブロックＭＢを備える。これら複数のメモリブ
ロックＭＢは、それぞれ、複数のストリングユニットＳＵを備える。これら複数のストリ
ングユニットＳＵは、それぞれ、複数のメモリストリングＭＳを備える。これら複数のメ
モリストリングＭＳの一端は、それぞれ、ビット線ＢＬを介して周辺回路ＰＣに接続され
る。また、これら複数のメモリストリングＭＳの他端は、それぞれ、共通のソース線ＳＬ
を介して周辺回路ＰＣに接続される。
【００１８】
　メモリストリングＭＳは、ビット線ＢＬ及びソース線ＳＬの間に直列に接続されたドレ
イン選択トランジスタＳＴＤと、複数のメモリセルＭＣと、ソース選択トランジスタＳＴ
Ｓと、を備える。以下、ドレイン選択トランジスタＳＴＤ、及び、ソース選択トランジス
タＳＴＳを、単に選択トランジスタ（ＳＴＤ、ＳＴＳ）と呼ぶ事がある。
【００１９】
　本実施形態に係るメモリセルＭＣは、ゲート絶縁膜に電荷蓄積膜を含む電界効果型のト
ランジスタである。メモリセルＭＣのしきい値電圧は、電荷蓄積膜中の電荷量に応じて変
化する。尚、１のメモリストリングＭＳに対応する複数のメモリセルＭＣのゲート電極に
は、それぞれ、ワード線ＷＬが接続される。これらワード線ＷＬは、それぞれ、１のメモ
リブロックＭＢ中の全てのメモリストリングＭＳに共通に接続される。
【００２０】
　選択トランジスタ（ＳＴＤ、ＳＴＳ）は電界効果型のトランジスタである。選択トラン
ジスタ（ＳＴＤ、ＳＴＳ）のゲート電極には、それぞれ、選択ゲート線（ＳＧＤ、ＳＧＳ
）が接続される。ドレイン選択線ＳＧＤは、ストリングユニットＳＵに対応して設けられ
、１のストリングユニットＳＵ中の全てのメモリストリングＭＳに共通に接続される。ソ
ース選択線ＳＧＳは、１のメモリブロックＭＢ中の全てのメモリストリングＭＳに共通に
接続される。
【００２１】
　周辺回路ＰＣは、動作電圧を生成する動作電圧生成回路２１と、アドレスデータをデコ
ードするアドレスデコーダ２２と、アドレスデコーダ２２の出力信号に応じてメモリセル
アレイＭＡに動作電圧を転送するブロック選択回路２３及び電圧選択回路２４と、ビット
線ＢＬに接続されたセンスアンプモジュール２５と、これらを制御するシーケンサ２６と
、を備える。
【００２２】
　動作電圧生成回路２１は、複数の動作電圧出力端子３１を備える。動作電圧生成回路２
１は、例えば、レギュレータ等の降圧回路及びチャージポンプ回路等の昇圧回路を含む。
動作電圧生成回路２１は、例えば、シーケンサ２６からの制御信号に従って、メモリセル
アレイＭＡに対する読出動作、書込動作及び消去動作に際してビット線ＢＬ、ソース線Ｓ
Ｌ、ワード線ＷＬ及び選択ゲート線（ＳＧＤ、ＳＧＳ）に印加される複数通りの動作電圧
を生成し、複数の動作電圧出力端子３１に同時に出力する。動作電圧出力端子３１から出
力される動作電圧は、シーケンサ２６からの制御信号に従って適宜調整される。
【００２３】
　アドレスデコーダ２２は、複数のブロック選択線ＢＬＫＳＥＬ及び複数の電圧選択線３
３を備える。アドレスデコーダ２２は、例えば、シーケンサ２６からの制御信号に従って
順次アドレスレジスタのアドレスデータを参照し、このアドレスデータをデコードして、
アドレスデータに対応するブロック選択トランジスタ３５及び電圧選択トランジスタ３７
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をＯＮ状態とし、それ以外のブロック選択トランジスタ３５及び電圧選択トランジスタ３
７をＯＦＦ状態とする。例えば、アドレスデータに対応するブロック選択線ＢＬＫＳＥＬ
及び電圧選択線３３の電圧を“Ｈ”状態とし、それ以外の電圧を“Ｌ”状態とする。尚、
Ｎチャネル型でなくＰチャネル型のトランジスタを用いる場合には、これらの配線に逆の
電圧を印加する。
【００２４】
　尚、図示の例において、アドレスデコーダ２２には、１つのメモリブロックＭＢについ
て１つずつブロック選択線ＢＬＫＳＥＬが設けられている。しかしながら、この構成は適
宜変更可能である。例えば、２以上のメモリブロックＭＢについて１つずつブロック選択
線ＢＬＫＳＥＬを備えていても良い。
【００２５】
　ブロック選択回路２３は、メモリブロックＭＢに対応する複数のブロック選択部３４を
備える。これら複数のブロック選択部３４は、それぞれ、ワード線ＷＬ及び選択ゲート線
（ＳＧＤ、ＳＧＳ）に対応する複数のブロック選択トランジスタ３５を備える。ブロック
選択トランジスタ３５は、例えば、電界効果型の耐圧トランジスタである。ブロック選択
トランジスタ３５のドレイン電極は、それぞれ、対応するワード線ＷＬ又は選択ゲート線
（ＳＧＤ、ＳＧＳ）に電気的に接続される。ソース電極は、それぞれ、配線ＣＧ及び電圧
選択回路２４を介して動作電圧出力端子３１に電気的に接続される。ゲート電極は、対応
するブロック選択線ＢＬＫＳＥＬに共通に接続される。
【００２６】
　尚、ブロック選択回路２３は、図示しない複数のトランジスタを備える。これら複数の
トランジスタは、選択ゲート線（ＳＧＤ，ＳＧＳ）及び接地電圧供給端子の間に接続され
た電界効果型の耐圧トランジスタである。これら複数のトランジスタは、非選択のメモリ
ブロックＭＢに含まれる選択ゲート線（ＳＧＤ、ＳＧＳ）を接地電圧供給端子と導通させ
る。尚、非選択のメモリブロックＭＢに含まれる複数のワード線ＷＬは、フローティング
状態となる。
【００２７】
　電圧選択回路２４は、ワード線ＷＬ及び選択ゲート線（ＳＧＤ、ＳＧＳ）に対応する複
数の電圧選択部３６を備える。これら複数の電圧選択部３６は、それぞれ、複数の電圧選
択トランジスタ３７を備える。電圧選択トランジスタ３７は、例えば、電界効果型の耐圧
トランジスタである。電圧選択トランジスタ３７のドレイン端子は、それぞれ、配線ＣＧ
及びブロック選択回路２３を介して、対応するワード線ＷＬ又は選択ゲート線（ＳＧＤ、
ＳＧＳ）に電気的に接続される。ソース端子は、それぞれ、対応する動作電圧出力端子３
１に電気的に接続される。ゲート電極は、それぞれ、対応する電圧選択線３３に接続され
る。
【００２８】
　センスアンプモジュール２５は、複数のビット線ＢＬに接続される。センスアンプモジ
ュール２５は、例えば、ビット線ＢＬに対応する複数のセンスアンプユニットを備える。
センスアンプユニットは、それぞれ、動作電圧生成回路２１において生成された電圧に基
づいてビット線ＢＬを充電するクランプトランジスタと、ビット線ＢＬの電圧又は電流を
センスするセンストランジスタと、このセンストランジスタの出力信号や書込データ等を
保持する複数のラッチ回路と、を備える。
【００２９】
　シーケンサ２６は、入力された命令及び半導体記憶装置の状態に応じて、動作電圧生成
回路２１、アドレスデコーダ２２及びセンスアンプモジュール２５に制御信号を出力する
。例えば、シーケンサ２６は、クロック信号に従って順次コマンドレジスタのコマンドデ
ータを参照し、このコマンドデータをデコードして、動作電圧生成回路２１、アドレスデ
コーダ２２及びセンスアンプモジュール２５に出力する。
【００３０】
　図２は、本実施形態に係る半導体記憶装置の模式的な斜視図である。尚、図２は説明の
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ための模式的な構造であり、各構成の詳細な配置等を示すものでは無い。各構成のより具
体的な配置等は、図４～図１２を参照して後述される。
【００３１】
　図２に示す通り、本実施形態に係る半導体記憶装置は、半導体基板Ｓと、半導体基板Ｓ
に設けられた回路層ＣＬと、回路層ＣＬの上方に設けられたメモリ層ＭＬと、を備える。
【００３２】
　半導体基板Ｓは、例えば、単結晶シリコン（Ｓｉ）等からなる半導体基板である。半導
体基板Ｓは、例えば、Ｐ型の半導体基板の表面にＮ型ウェルを有し、更にこのＮ型ウェル
中にＰ型ウェルを有する２重ウェル構造を備える。また、半導体基板Ｓには、酸化シリコ
ン（ＳｉＯ２）等の絶縁層ＳＴＩが設けられている。
【００３３】
　回路層ＣＬは、周辺回路ＰＣ（図１）を構成する複数のトランジスタＴｒと、これら複
数のトランジスタＴｒに接続された複数の配線Ｄ０，Ｄ１，Ｄ２及びコンタクトＣＳと、
を備える。トランジスタＴｒは、例えば、半導体基板Ｓの表面をチャネル領域（ゲート領
域）として利用する電界効果型のトランジスタである。半導体基板Ｓの表面のうち、トラ
ンジスタＴｒの一部として機能する領域は、絶縁層ＳＴＩによって囲われている。
【００３４】
　メモリ層ＭＬは、メモリセルアレイＭＡに含まれる複数の構成を備える。メモリ層ＭＬ
は、Ｚ方向に並ぶ複数の導電層１１０と、Ｚ方向に延伸してこれら複数の導電層１１０に
対向する半導体層１２０と、複数の導電層１１０及び半導体層１２０の間に設けられたゲ
ート絶縁膜１３０と、半導体層１２０の下端に接続された導電層１４０と、を備える。
【００３５】
　導電層１１０は、Ｘ方向に延伸する略板状の導電層であり、Ｚ方向に複数並んでいる。
導電層１１０は、例えば、窒化チタン（ＴｉＮ）及びタングステン（Ｗ）の積層膜等を含
んでいても良いし、リン又はホウ素等の不純物を含む多結晶シリコン等を含んでいても良
い。また、導電層１１０及び導電層１４０の間には、多結晶シリコン等の導電層１１１が
設けられている。また、Ｚ方向に積層された複数の導電層１１０、導電層１１１及び導電
層１４０の間には、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等の層間絶縁層１０１が設けられている。
また複数の導電層１１０及び導電層１１１は、それぞれ、Ｚ方向に延伸するコンタクトＣ
Ｃとの接続部１１２を備える。
【００３６】
　複数の導電層１１０のうち、最下層に位置する一又は複数の導電層１１０は、導電層１
１１と共に、ソース選択線ＳＧＳ（図１）及びこれに接続された複数のソース選択トラン
ジスタＳＴＳ（図１）のゲート電極として機能する。また、これよりも上方に位置する複
数の導電層１１０は、ワード線ＷＬ（図１）及びこれに接続された複数のメモリセルＭＣ
（図１）のゲート電極として機能する。また、これよりも上方に位置する一又は複数の導
電層１１０は、ドレイン選択線ＳＧＤ（図１）及びこれに接続された複数のドレイン選択
トランジスタＳＴＤ（図１）のゲート電極として機能する。
【００３７】
　半導体層１２０は、Ｘ方向及びＹ方向に複数配設される。半導体層１２０は、例えば、
ノンドープの多結晶シリコン（Ｓｉ）等の半導体層である。半導体層１２０は、略円筒状
の形状を有し、中心部分には酸化シリコン等の絶縁層１２１が設けられている。また、半
導体層１２０の外周面は、それぞれ導電層１１０に設けられた貫通孔の内周面と対向して
いる。半導体層１２０の下端部は、導電層１４０に接続される。半導体層１２０の上端部
は、リン（Ｐ）等のＮ型の不純物を含む半導体層１２４、コンタクトＣｈ及びＣｂを介し
て、Ｙ方向に延伸するビット線ＢＬに接続される。半導体層１２０は、それぞれ、１つの
メモリストリングＭＳ（図１）に含まれる複数のメモリセルＭＣ及び選択トランジスタ（
ＳＴＤ、ＳＴＳ）のチャネル領域として機能する。
【００３８】
　ゲート絶縁膜１３０は、例えば図３に示す通り、半導体層１２０及び導電層１１０の間
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に積層されたトンネル絶縁膜１３１、電荷蓄積膜１３２、及び、ブロック絶縁膜１３３を
備える。トンネル絶縁膜１３１及びブロック絶縁膜１３３は、例えば、酸化シリコン等の
絶縁膜である。電荷蓄積膜１３２は、例えば、窒化シリコン（ＳｉＮ）等の電荷を蓄積可
能な膜である。トンネル絶縁膜１３１、電荷蓄積膜１３２、及び、ブロック絶縁膜１３３
は略円筒状の形状を有し、半導体層１２０の外周面に沿ってＺ方向に延伸する。
【００３９】
　尚、図３には、ゲート絶縁膜１３０が窒化シリコン等の電荷蓄積膜１３２を備える例を
示したが、ゲート絶縁膜１３０は、例えば、Ｎ型又はＰ型の不純物を含む多結晶シリコン
等のフローティングゲートを備えていても良い。
【００４０】
　導電層１４０は、例えば図２に示す通り、半導体層１２０の下端部に接続された導電膜
１４１と、導電膜１４１の下面に設けられた導電膜１４２と、を備える。導電膜１４１は
、例えば、リン（Ｐ）等のＮ型の不純物を含むポリシリコン等の導電性の半導体を含む。
導電膜１４２は、例えば、リン（Ｐ）等のＮ型の不純物を含むポリシリコン等の導電性の
半導体を含んでいても良いし、タングステン（Ｗ）等の金属を含んでいても良いし、シリ
サイド等を含んでいても良い。
【００４１】
　次に、図４～図１２を参照して、本実施形態に係る半導体記憶装置についてより詳しく
説明する。尚、図４～図１２は模式的な構成を示すものであり、具体的な構成は適宜変更
可能である。また、説明の都合上、図４～図１２においては、一部の構成が省略されてい
る。
【００４２】
　図４は、本実施形態に係る半導体記憶装置の模式的な平面図である。図４の例において
、半導体基板Ｓには、Ｘ方向及びＹ方向に並ぶ４つのメモリセルアレイＭＡが設けられて
いる。
【００４３】
　図５は、図４のＡで示した領域中の構成を示す模式的な平面図であり、メモリ層ＭＬ中
の構成を図示している。図５に示す様に、各メモリセルアレイＭＡには、Ｙ方向に並ぶ複
数のメモリブロックＭＢ（ＭＢ＿Ａ～ＭＢ＿Ｈ）が設けられている。また、各メモリブロ
ックＭＢには、Ｘ方向に延伸するメモリ領域ＭＲが設けられている。また、各メモリブロ
ックＭＢのＸ方向の一端部には、コンタクト領域ＣＲ１が設けられている。また、メモリ
ブロックＭＢ＿Ａ，ＭＢ＿Ｄ，ＭＢ＿Ｅ，ＭＢ＿ＨのＸ方向の一端部には、Ｘ方向に並ぶ
複数のコンタクト領域ＣＲ２及び貫通コンタクト領域ＴＲが設けられている。また、メモ
リブロックＭＢ＿Ｂ，ＭＢ＿Ｃ，ＭＢ＿Ｆ，ＭＢ＿ＧのＸ方向の一端部には、Ｘ方向に並
ぶ複数の貫通コンタクト領域ＴＲが設けられている。尚、図示は省略するものの、メモリ
ブロックＭＢ＿Ａ，ＭＢ＿Ｄ，ＭＢ＿Ｅ，ＭＢ＿ＨのＸ方向の他端部には、Ｘ方向に並ぶ
複数の貫通コンタクト領域ＴＲが設けられている。また、メモリブロックＭＢ＿Ｂ，ＭＢ
＿Ｃ，ＭＢ＿Ｆ，ＭＢ＿ＧのＸ方向の他端部には、Ｘ方向に並ぶ複数のコンタクト領域Ｃ
Ｒ２及び貫通コンタクト領域ＴＲが設けられている。
【００４４】
　図６は、図５のＡで示した部分の拡大図である。図７は、図５に示す構造をＢ－Ｂ´線
に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図である。図６の例において、各メモリ
ブロックＭＢのメモリ領域ＭＲには、Ｙ方向に並ぶ５つのストリングユニットＳＵが設け
られている。各ストリングユニットＳＵにおいては、上述の半導体層１２０及びゲート絶
縁膜１３０がＸ方向及びＹ方向に複数設けられている。また、Ｙ方向に並ぶ２つのストリ
ングユニットＳＵの間には、ストリングユニット間絶縁層ＳＨＥが設けられている。図７
に示す様に、複数の導電層１１０のうち、ドレイン選択線ＳＧＤとして機能するものは、
ストリングユニット間絶縁層ＳＨＥを介してＹ方向に離間する。また、図６に示す様に、
これらの導電層１１０は、それぞれコンタクト領域ＣＲ１に設けられたコンタクトＣＣに
接続されている。コンタクトＣＣは、例えば、窒化チタン（ＴｉＮ）及びタングステン（
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Ｗ）の積層膜等を含んでいても良いし、その他の材料等を含んでいても良い。コンタクト
ＣＣの近傍には、製造工程中に層間絶縁層１０１を支持する略円柱状の支持部材ＨＲが設
けられている。支持部材ＨＲは、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等を含む。また、Ｙ
方向に並ぶメモリブロックＭＢの間には、メモリブロック間絶縁層ＳＴが設けられている
。メモリブロック間絶縁層ＳＴは、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等を含む。図７に
示す様に、複数の導電層１１０は、メモリブロック間絶縁層ＳＴを介してＹ方向に離間す
る。
【００４５】
　図８は、図５の一部の拡大図であり、コンタクト領域ＣＲ１及び貫通コンタクト領域Ｔ
Ｒ中の構成を示す模式的な平面図である。コンタクト領域ＣＲ１は、Ｘ方向及びＹ方向に
マトリクス状に並ぶ複数のコンタクトＣＣと、これら複数のコンタクトＣＣに接続された
複数の導電層１１０のＸ方向の端部と、を備える。Ｘ方向に並ぶ複数のコンタクトＣＣは
全て下端の位置が異なり、異なる導電層１１０に接続されている。Ｙ方向に並ぶ複数のコ
ンタクトＣＣは、ストリングユニット間絶縁層ＳＨＥを介してＹ方向に離間する複数の導
電層１１０に接続されている。
【００４６】
　図９は、図５の一部の拡大図であり、コンタクト領域ＣＲ２及び貫通コンタクト領域Ｔ
Ｒ中の構成を示す模式的な平面図である。図１０は、図５及び図９に示す構造をＣ－Ｃ´
線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図である。図１１は、図５及び図９に
示す構造をＤ－Ｄ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図である。図１２
は、図５に示す構造をＥ－Ｅ´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図であ
る。
【００４７】
　コンタクト領域ＣＲ２は、図９に示す様に、Ｘ方向及びＹ方向にマトリクス状に並ぶ複
数のコンタクトＣＣと、これら複数のコンタクトＣＣに接続された複数の導電層１１０の
Ｘ方向の一部と、を備える。図１０に示す様に、Ｘ方向に並ぶ複数のコンタクトＣＣは全
て下端の位置が異なり、異なる導電層１１０に接続されている。また，図１２に示す様に
、Ｙ方向に並ぶ複数のコンタクトＣＣは全て下端の位置が異なり、異なる導電層１１０に
接続されている。
【００４８】
　貫通コンタクト領域ＴＲは、図９に示す様に、Ｘ方向に延伸しＹ方向に並ぶ配線領域ｗ
ｌａ，ｗｌｂと、これらの間に設けられＸ方向に延伸するコンタクト領域ｗｌｃと、配線
領域ｗｌａ及びコンタクト領域ｗｌｃの間、及び、配線領域ｗｌｂ及びコンタクト領域ｗ
ｌｃの間に設けられＸ方向に延伸するストッパ絶縁層ＳＴ´と、を備える。配線領域ｗｌ
ａ，ｗｌｂは、図１２に示す様に、Ｚ方向に並ぶ複数の導電層１１０及び複数の層間絶縁
層１０１の一部を含む。コンタクト領域ｗｌｃは、図１１に示す様に、Ｘ方向に並ぶ複数
の貫通コンタクトＣ４と、Ｚ方向に並ぶ複数の絶縁層１１０Ａ及び複数の層間絶縁層１０
１の一部を含む。貫通コンタクトＣ４は、例えば、窒化チタン（ＴｉＮ）及びタングステ
ン（Ｗ）の積層膜等を含んでいても良いし、その他の材料等を含んでいても良い。貫通コ
ンタクトＣ４の外周面は、それぞれ、複数の絶縁層１１０Ａ及び複数の層間絶縁層１０１
に設けられた貫通孔の内周面に接続されている。絶縁層１１０Ａは、例えば、窒化シリコ
ン（ＳｉＮ）等、シリコン（Ｓｉ）及び窒素（Ｎ）を含む絶縁層であっても良い。絶縁層
１１０ＡのＹ方向の側面は、それぞれ、ストッパ絶縁層ＳＴ´の側面に接続されている。
また、図１１に示す様に、絶縁層１１０ＡのＸ方向の側面は、それぞれ、導電層１１０の
Ｙ方向の側面に接続されている。ストッパ絶縁層ＳＴ´は、例えば、酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ２）等を含む。ストッパ絶縁層ＳＴ´は、図１２に示す様にＺ方向に延伸する。また、
図９に示す様に、ストッパ絶縁層ＳＴ´のＸ方向の長さＬ１は、このストッパ絶縁層ＳＴ
´に接続された絶縁層１１０ＡのＸ方向の長さＬ２よりも大きい。
【００４９】
　［製造方法］
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　次に、図１３～図３２を参照して、本実施形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一部
について説明する。図１３、図１５は、図１０に示す断面に対応している。図１４、図１
６、図２２、図２６は、図５に示す平面に対応している。図１７、図１９、図２１、図２
５、図２９、図３１、図３２は、図１２に示す断面に対応している。図１８、図２４、図
２８、図３０は、図７に示す断面に対応している。図２０、図２３、図２７は、図９に示
す平面に対応している。
【００５０】
　同製造方法においては、半導体基板Ｓ上に回路層ＣＬ（図２）を形成する。
【００５１】
　次に、例えば図１３に示す様に、回路層ＣＬ上に導電層１４０、導電層１１１、複数の
絶縁層１１０Ａ及び層間絶縁層１０１を形成する。この工程は、例えば、ＣＶＤ（Chemic
al Vapor Deposition）等の方法によって行われる。
【００５２】
　次に、例えば図１４及び図１５に示す様に、コンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２及び貫通コ
ンタクト領域ＴＲの一部において絶縁層１１０Ａ及び層間絶縁層１０１の一部を除去し、
略階段状の構造を形成する。この工程は、例えば、図１３に示す構造の上面にレジストを
形成し、絶縁層１１０Ａの一部の除去、層間絶縁層１０１の一部の除去、及び、レジスト
の一部の除去を繰り返し行うことによって行われる。
【００５３】
　次に、例えば図１６及び図１７に示す様に、コンタクト領域ＣＲ２及び貫通コンタクト
領域ＴＲの一部において絶縁層１１０Ａ及び層間絶縁層１０１の一部を除去し、略階段状
の構造を形成する。この工程は、例えば、図１４及び図１５に示す構造の上面にレジスト
を形成し、絶縁層１１０Ａの一部の除去、層間絶縁層１０１の一部の除去、及び、レジス
トの一部の除去を繰り返し行うことによって行われる。
【００５４】
　次に、例えば図１８に示す様に、メモリ領域ＭＲに半導体層１２０及びゲート絶縁膜１
３０を形成する。また、図１９に示す様に、コンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２及び貫通コン
タクト領域ＴＲに支持部材ＨＲを形成する。この工程は、例えば、ＲＩＥ（Reactive Ion
 Etching）等による貫通孔の形成、及び、ＣＶＤ等による成膜によって行われる。
【００５５】
　次に、例えば図２０及び図２１に示す様に、貫通コンタクト領域ＴＲにストッパ絶縁層
ＳＴ´を形成する。この工程は、例えば、ＲＩＥ等による溝の形成、及び、ＣＶＤ等によ
る成膜によって行われる。
【００５６】
　次に、例えば図２２～図２５に示す様に、メモリブロック間絶縁層ＳＴに対応する位置
に、溝ＳＴＡを形成する。この工程は、例えば、ＲＩＥ等によって行われる。
【００５７】
　次に、例えば図２６～図２９に示す様に、絶縁層１１０Ａの一部を除去する。この工程
は、例えば、溝ＳＴＡを介してリン酸等を使用したウェットエッチング等を行い、絶縁層
１１０Ａを選択的に除去することによって行われる。尚、絶縁層１１０Ａの一部は、スト
ッパ絶縁層ＳＴ´によって保護され、除去されずに残存する。
【００５８】
　次に、例えば図３０～図３１に示す様に、導電層１１０を形成する。この工程は、例え
ば、溝ＳＴＡを介したＣＶＤ等による導電層１１０の成膜、及び、ウェットエッチング等
による導電層１１０の分断によって行われる。
【００５９】
　次に、例えば図３２に示す様に、メモリブロック間絶縁層ＳＴを形成する。この工程は
、例えば、ＣＶＤ等によって行われる。
【００６０】
　その後、貫通コンタクトＣ４、ストリングユニット間絶縁層ＳＨＥ等を形成することに
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より、図４～図１２等を参照して説明した様な構造が形成される。
【００６１】
　［効果］
　基板の表面と交差する方向に積層された複数の導電層と、これら複数の導電層と対向す
る半導体層と、これら複数の導電層及び半導体層の間に設けられた電荷蓄積膜と、を備え
る半導体記憶装置が知られている。この様な半導体記憶装置を製造する場合、例えば、基
板上に複数の導電層及び複数の層間絶縁層を形成し、これら複数の導電層及び複数の層間
絶縁層を貫通するメモリホールを形成し、このメモリホールの内周面に電荷蓄積膜及び半
導体層を設けることも可能である。しかしながら、複数の導電層及び複数の層間絶縁層に
メモリホールを形成する場合、メモリホールのアスペクト比が小さくなってしまう場合が
ある。そこで、複数の導電層及び複数の層間絶縁層を積層するかわりに複数の犠牲層及び
複数の層間絶縁層を積層し、メモリホール及び半導体層等の形成後に犠牲層を除去し、犠
牲層が形成されていた部分に導電層を形成する場合がある。
【００６２】
　また、この様な半導体記憶装置では、例えば図２等を参照して説明した様に、メモリセ
ルアレイの下方にトランジスタ及び配線等を設ける場合がある。この様な構成では、メモ
リ層ＭＬ中の構成及びメモリ層ＭＬの上方に設けられた構成を回路層ＣＬ中のトランジス
タ等と接続するために、メモリ層ＭＬを貫通する貫通コンタクトを設ける場合がある。こ
の様な貫通コンタクトは、例えば、ワード線ＷＬ等として機能する複数の導電層を貫通す
るコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールの内周面に絶縁層及び金属等のコン
タクトを形成することによって形成可能である。しかしながら、この様な場合、導電層と
貫通コンタクトとを絶縁するための絶縁層をコンタクトホールの内周面に形成する必要が
あり、コンタクトホールの内径が大きくなってしまう場合がある。これにより、貫通コン
タクト間の距離が大きくなってしまい、貫通コンタクト領域の面積が大きくなってしまう
場合がある。
【００６３】
　そこで、本実施形態に係る半導体記憶装置では、上記犠牲層の一部をコンタクト間の絶
縁層として利用している。この様な方法によれば、コンタクトホール内に絶縁層を設ける
必要がないため、貫通コンタクト間の距離を削減可能である。これにより、貫通コンタク
ト領域ＴＲの面積を縮小可能である。
【００６４】
　また、本実施形態に係る半導体記憶装置では、絶縁層１１０Ａの除去に際して、ウェッ
トエッチング等の薬液の進行を抑制するストッパ絶縁層ＳＴ´を設けている。これにより
、貫通コンタクト領域ＴＲの位置、面積等を精度良く設定可能である。
【００６５】
　また、本実施形態においては、Ｘ方向に延伸する２つの直線状のストッパ絶縁層ＳＴ´
によって薬液の進行を抑制している。この様な構成は、例えば、貫通コンタクト領域ＴＲ
の四辺に沿って延伸する４つの直線状のストッパ絶縁層ＳＴ´を有する構成と比較して、
加工等の都合上容易に実現可能である。
【００６６】
　［第２実施形態］
　次に、第２実施形態に係る半導体記憶装置について説明する。尚、以下の説明において
、第１実施形態に係る半導体記憶装置と同様の部分には同一の符号を付し、説明を省略す
る。
【００６７】
　第２実施形態に係る半導体記憶装置は、基本的には第１実施形態に係る半導体記憶装置
と同様に構成されている。しかしながら、第２実施形態に係る半導体記憶装置は、第１実
施形態に係る半導体記憶装置と比較して、製造方法が異なる。
【００６８】
　図３３～図３９は、本実施形態に係る半導体記憶装置の製造方法の一部を示す模式的な
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断面図であり、図１１に対応する断面を示している。
【００６９】
　同製造方法は、図１８及び図１９を参照して説明した工程までは、第１実施形態係る製
造方法と同様に行う。
【００７０】
　次に、図３３に示す様に、ストッパ絶縁層ＳＴ´に対応する位置に溝ＳＴＡ´を形成し
、メモリブロック間絶縁層ＳＴに対応する位置に、溝ＳＴＡを形成する。この工程は、例
えば、ＲＩＥ等によって行われる。
【００７１】
　次に、図３４に示す様に、溝ＳＴＡ´及び溝ＳＴＡの底面及び側面に、ストッパ絶縁層
ＳＴ´´を形成する。ストッパ絶縁層ＳＴ´´は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ２）等
を含む。ストッパ絶縁層ＳＴ´´は、溝ＳＴＡ´及び溝ＳＴＡが埋め込まれない程度に薄
く形成される。
【００７２】
　次に、図３５に示す様に、図３４に示す構成の上面にレジストＲを形成する。レジスト
Ｒは、溝ＳＴＡ´が形成された領域を覆い、溝ＳＴＡが形成された領域を露出させる。
【００７３】
　次に、図３６に示す様に、ストッパ絶縁層ＳＴ´´のうち、溝ＳＴＡに形成された部分
を除去する。この工程は、例えば、レジストＲを介したウェットエッチング等によって行
われる。
【００７４】
　次に、図３７に示す様に、レジストＲを除去する。
【００７５】
　次に、図３８に示す様に、絶縁層１１０Ａの一部を除去する。この工程は、例えば、図
２６～図２９を参照して説明した工程と同様に行われる。
【００７６】
　次に、図３９に示す様に、導電層１１０を形成する。この工程は、例えば、例えば図３
０～図３１を参照して説明した工程と同様に行われる。
【００７７】
　その後、例えば、図３２を参照して説明した工程以降の工程を行う。
【００７８】
　［第３実施形態］
　次に、第３実施形態に係る半導体記憶装置について説明する。尚、以下の説明において
、第１実施形態又は第２実施形態に係る半導体記憶装置と同様の部分には同一の符号を付
し、説明を省略する。
【００７９】
　図４０は、本実施形態に係る半導体記憶装置のメモリ層ＭＬ中の構成を示す模式的な平
面図である。図５等を参照して説明した通り、第１実施形態及び第２実施形態においては
、各メモリブロックＭＢにＸ方向に延伸するメモリ領域ＭＲが設けられており、各メモリ
領域ＭＲのＸ方向の一端部及び他端部に、コンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２及び貫通コンタ
クト領域ＴＲが設けられていた。一方、図４０に示す様に、第３実施形態においては、各
メモリブロックＭＢのＸ方向の一方側（図４０の右側）及び他方側（図４０の左側）にＸ
方向に延伸するメモリ領域ＭＲが設けられており、これらの領域の間にコンタクト領域Ｃ
Ｒ２´及び貫通コンタクト領域ＴＲが設けられている。尚、図４０においては図示を省略
しているものの、メモリ領域ＭＲとコンタクト領域ＣＲ２´との間、及び、メモリ領域Ｍ
Ｒと貫通コンタクト領域ＴＲとの間には、それぞれ、コンタクト領域ＣＲ１が設けられて
いる。
【００８０】
　本実施形態に係る半導体記憶装置において、メモリ領域ＭＲ、コンタクト領域ＣＲ１及
び貫通コンタクト領域ＴＲは、第１実施形態及び第２実施形態と同様に構成されている。
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【００８１】
　図４１は、図４０の一部の拡大図であり、コンタクト領域ＣＲ２´及び貫通コンタクト
領域ＴＲ中の構成を示す模式的な平面図である。図４２は、図４１に示す構造をＡ－Ａ´
線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図である。
【００８２】
　コンタクト領域ＣＲ２´は、図４１に示す様に、Ｘ方向に延伸しＹ方向に並ぶ配線領域
ｗｌｄと、コンタクト領域ｗｌｅと、を備える。配線領域ｗｌｄは、Ｚ方向に並ぶ複数の
導電層１１０及び複数の層間絶縁層１０１の一部を含む。コンタクト領域ｗｌｅは、図４
２に示す様に、Ｘ方向に並ぶ複数のコンタクトＣＣと、Ｚ方向に並ぶ複数の導電層１１０
及び複数の層間絶縁層１０１の一部と、を含む。Ｘ方向に並ぶ複数のコンタクトＣＣは全
て下端の位置が異なり、異なる導電層１１０に接続されている。複数の導電層１１０は、
それぞれ、複数のコンタクトＣＣのうちの一つに接続される接続部と、それ以外のコンタ
クトＣＣを下方の導電層１１０に接続するための開口と、を備える。
【００８３】
　尚、図４１の例においては、コンタクト領域ＣＲ２´に設けられた複数のコンタクトＣ
Ｃと、貫通コンタクト領域ＴＲに設けられた複数の貫通コンタクトＣ４とが対応して配置
されており、各コンタクトＣＣはＹ方向に延伸する配線Ｍ０を介して各貫通コンタクトＣ
４に接続されている。配線Ｍ０のＹ方向における長さは、配線Ｍ０のＸ方向における長さ
よりも大きい。
【００８４】
　［効果］
　第１実施形態及び第２実施形態に係る半導体記憶装置においては、各メモリ領域ＭＲの
Ｘ方向の一端部及び他端部に、コンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２及び貫通コンタクト領域Ｔ
Ｒが設けられていた。この様な構成では、コンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２からメモリ領域
ＭＲのＸ方向の一端部又は他端部までの距離が大きくなってしまい、導電層１１０への電
圧の転送に時間がかかってしまう場合がある。
【００８５】
　一方、本実施形態に係る半導体記憶装置においては、各メモリブロックＭＢのＸ方向の
一方側（図４０の右側）及び他方側（図４０の左側）にＸ方向に延伸するメモリ領域ＭＲ
が設けられており、これらの領域の間にコンタクト領域ＣＲ１，ＣＲ２´及び貫通コンタ
クト領域ＴＲが設けられている。従って、もし仮に第１実施形態のメモリブロックＭＢと
第３実施形態のメモリブロックＭＢとが同数のメモリセルＭＣを含む場合、第３実施形態
のメモリ領域ＭＲのＸ方向における長さは、第１実施形態のメモリ領域ＭＲのＸ方向にお
ける長さの半分となる。従って、第１実施形態に係るメモリブロックＭＢと比較して、導
電層１１０に高速に電圧を転送することが可能である。
【００８６】
　また、本実施形態においては、コンタクト領域ＣＲ２´に設けられた複数のコンタクト
ＣＣと、貫通コンタクト領域ＴＲに設けられた複数の貫通コンタクトＣ４とが対応して配
置されており、各コンタクトＣＣはＹ方向に延伸する配線Ｍ０を介して各貫通コンタクト
Ｃ４に接続されている。この様な構成によれば、第１実施形態及び第２実施形態に係る構
成と比較して、コンタクトＣＣと貫通コンタクトＣ４との間の配線抵抗のばらつきを大幅
に削減可能である。
【００８７】
　［第４実施形態］
　次に、第４実施形態に係る半導体記憶装置について説明する。尚、以下の説明において
、第１実施形態～第３実施形態に係る半導体記憶装置と同様の部分には同一の符号を付し
、説明を省略する。
【００８８】
　図４３は、本実施形態に係る半導体記憶装置のメモリ層ＭＬ中の構成を示す模式的な平
面図である。図示の通り、本実施形態に係る半導体記憶装置は、基本的には第３実施形態
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に係る半導体記憶装置と同様に構成されている。しかしながら、本実施形態に係る半導体
記憶装置は第３実施形態に係る貫通コンタクト領域ＴＲを備えておらず、そのかわりに貫
通コンタクト領域ＴＲ′を備えている。
【００８９】
　図４４は、図４３の一部の拡大図であり、コンタクト領域ＣＲ２´及び貫通コンタクト
領域ＴＲ´中の構成を示す模式的な平面図である。図４５は、図４３に示す構造をＡ－Ａ
´線に沿って切断し、矢印の方向に見た模式的な断面図である。
【００９０】
　貫通コンタクト領域ＴＲ´は、基本的には第１実施形態～第３実施形態に係る貫通コン
タクト領域ＴＲと同様に構成されている。しかしながら、本実施形態に係る貫通コンタク
ト領域ＴＲ´は配線領域ｗｌｂを有しておらず、ストッパ絶縁層ＳＴ´も一つしか有して
いない。また、図４５に示す様に、コンタクト領域ｗｌｃに設けられた複数の絶縁層１１
０ＡのＸ方向の一方側（図４５の右側）の側面はストッパ絶縁層ＳＴ´の側面に接続され
、Ｘ方向の他方側（図４５の左側）の側面はメモリブロック間絶縁層ＳＴの側面に接続さ
れている。
【００９１】
　この様な構成は、種々の方法によって製造可能である。例えば、本実施形態に係る半導
体記憶装置を第２実施形態に係る製造方法と同様の方法によって形成する場合、図３５を
参照して説明した工程において、図４４のＢで示した領域及びＣで示した領域を覆い、そ
れ以外の部分を露出させるレジストＲを形成しても良い。尚、図４４のＢで示した領域は
、ストッパ絶縁層ＳＴ´を含む。また、図４４のＣで示した領域は、メモリブロック間絶
縁層ＳＴのうち、Ｙ方向において隣り合う２つの貫通コンタクト領域ＴＲ´の間に設けら
れた部分を含む。
【００９２】
　［その他の実施形態］
　第３実施形態に係る貫通コンタクト領域ＴＲ及び第４実施形態に係る貫通コンタクト領
域ＴＲ´は、第１実施形態と同様の製造方法によって形成しても良いし、第２実施形態と
同様の製造方法によって形成しても良い。
【００９３】
　また、第４実施形態に係る貫通コンタクト領域ＴＲ´中の構成は、第１実施形態及び第
２実施形態に係る半導体記憶装置にも適用可能である。
【００９４】
　また、第１実施形態から第４実施形態においては、絶縁層１１０Ａとメモリブロック間
絶縁層ＳＴとの間にストッパ絶縁層ＳＴ´が設けられていた。しかしながら、例えば図４
６に示す様に、貫通コンタクト領域ＴＲ又は貫通コンタクト領域ＴＲ´中の絶縁層１１０
Ａとメモリブロック間絶縁層ＳＴとの間にストッパ絶縁層ＳＴ´を設けないことも可能で
ある。この様な構成は、第１実施形態～第４実施形態に係る半導体記憶装置と比較して製
造工程数を削減可能である。
【００９５】
　また、第１実施形態から第４実施形態においては、貫通コンタクト領域ＴＲ，ＴＲ´中
に設けられる貫通コンタクトＣ４として、ワード線ＷＬ等として機能する導電層１１０と
、半導体基板Ｓ上に設けられたトランジスタＴｒ（図２）と、の間に接続された貫通コン
タクトＣ４について例示した。しかしながら、第１実施形態から第４実施形態に係る構成
は、それ以外の構成を接続する貫通コンタクトにも適用可能である。
【００９６】
　［その他］
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことが出来る。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
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旨に含まれると共に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００９７】
　１１０…導電層、１２０…半導体層、１３０…ゲート絶縁膜。
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 2021-44512 A 2021.3.18

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】
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【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】
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